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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Приобретение знаний, умений и навыков в области наноразмерных систем, квантовых эффектов, проявляющихся

в данных системах; построении на основе указанных эфектов базовых элементов электроники с перспективными

характеристиками.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-7: способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности

Знать:

– фундаментальные физические эффекты, имеющие место в наноструктурах и обусловленные их пониженной

размерностью;

– методы изготовления полупроводниковых приборов наноэлектроники;

– основы функционирования приборов и устройств наноэлектроники, обусловленнные транспортом носителей заряда в

низкоразмерных структурах;

Уметь:

– объяснять физические явления в приборах и устройствах наноэлектроники, используя представления квантовой

механики;

 – применять физические и химические модели для описания процессов формирования наноструктур при изготовлении

приборов наноэлектроники;

– выполнять расчеты характеристик приборов наноэлектроники с использованием базовых квантовомеханических моделей

явлений и эффектов, обусловленных транспортом носителей заряда в низкоразмерных структурах;

Владеть:

– основами математического аппарата для описания квантово-механических эффектов и явлений, лежащих в основе

функционирования приборов и устройств наноэлектроники;

– навыками применения моделей формирования наноструктур для практического применения в профессиональной

деятельности;

– навыками применения специализированного и стандартного программного обеспечения для разработки моделей

приборов наноэлектроники и расчета их параметров


